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Auf den Bescheid vofp ?9 T 09-2004; 

i 

In ihrem Bescheid ftlhrt die Prtlfungsstelle aus v dass der Gegenstand des gettenden 
Anspruchs 1 nlcht neu ware angeslchts der Entgegenhaltung D1 (IEDM, Band 97, Sel- 
ten 331-336 (1 997). Dies trifft jedoch nlcht zu. 



in D1 wird offenbart, dass bei der Herstellung von organischen Feld-Effekt-Transistoren 
(OFETs) im Faile einer elektrisch leitenden Schicht aus - mit Kampher-Sulfonsaure do-: 
tiertem und in m-Kresol gelOsten - Polyanilin (PANI) innerhalb der Schicht Bereiche er- 
zeugt werden kahnen, die elektrisch isolierend sind. GemSIJ D1 dient diese Herstel- 
lungsweise vor allem dazu, eine m&gllchst hohe AuflOsung also eine kleine KanallSnge^ 
zwischen Source und Drain von 2jjm zu erhalten. Die Herstellung der grundsStzlich 
teitenden Schicht mit nicht-leitenden Bereichen ist relativ kompliziert und erfordert meh : 
rere aufwendige.Prozessschritte. 



So muss gem§fiiD1 der OFET mlt der dotierten und in rrvKresol gel6sten PANI-Schicht 
unter StickstoffajmosphSr© (es muss also in elnen SJauerstoff- oder allgemein Luft- 
leeren Raum einpefQhrt werden und dort von Stickstoff umspQIt werden) durch eine 
Maske hindurch mrttiefer UV-Strahlung behandelt werden. (vgl. D1, Seite 331 rechte 
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Spalte, erster Absatz), damtt der gewOnschte Erfolg, nlcht-leitende Bereiche innemalb 
einerlertenden Schicht, ©rzielt wird. Ebenfalls expllzit ©rwahnt ist In D1 weiterhin, dass 
das als Ausgangssubstanz vorliegende PANI bei der Behandlung in elnen anderen 
chemischen Stoff Qberfuhrt wird und zwar in das nicht-leiteride Leucoemeraldin. Es fin- 
dot also eine chemische Reaktion innerhalb der PANI-Schicht statt. Weil nicht die ge- 
samte Schicht sbndem nur Bereiche bestrahlt werden, findet die Umsetzung jedoch nur 
an den bestrahlten Bereichen statt und es resultieren innertialb- der Schicht zwei ver- 
schiedene chemische Substanzen, an den unbestrahlten Bereichen llegt leitfahiges 
PANI vor und an den bestrahlten Bereichen nicht-leitendes Leucoemeraldin. 

Im Gegensatz dazu wird im vorliegenden Anspruch 1 ein elektronisches organisches , 
Bauelement erstmals vorgestellt das zwei aneinandergrenzende Funktionsschlchten 
aus der gleichen chemischen Substanz aber mit unterschiedlichen physikalischen Ei- 
genschaften hat. Im Vordergrund stehen hier dotierte organlsche Substanzen, also 
chemisch einhejtliche Stoffe, die durch gezielten Einbau einlger weniger Fremdatome 
und/oder durch Iden Wechsel In der Oxidationsstufe von einem isolierenden Polymer In 
ein leitfahiges Polymer gewandelt werden kdnnen, wobei ma&geblich ist, dass es sich 
urn eine Vereinfachung der Produktionsprozesse handeln soil, wie auch aus der Ein- 
leltung, der Aufgabe und den Verfahrensanspruchen hergeleitet werden kann. 

In Bezug auf Amspruch 2 fOhrt die Prufungsstelle aus, dass aus D1 ebenfalls ein OFET 
mit zwei Funktionsschichten, die sich nur in ihrem Redoxpotential unterscheiden wQr- 
den, bekannt waren. Dem kann nicht gefblgt werden. 

D1 beschreibt ^xplizit auf S.331 rechte Spalte ereter Absatz, dass PANI in Leucoeme- 
,raldin QberfDhrtj wird. Somlt liegt nicht PANI in verschiedenen Modifikationen vor. son- 
dem aus PANI Iwlrd Leucoemeraldin. Wenn bei der Bestrahlung mit tiefem UV-Licht 
unterStickstoff^itmosphare keine Umsetzung stattfinden wQrde, dann ware auch die 

Stickstoffatmosphdre OberflOssig. 

I 

Ebenfalls nicht zugestimmt wird der PrQfungsstelle in der Auffassung; laut D1 wQrden 
eine erste und pine zweite Funktionsschicht in einem einzigen Prozessschritt erzeugt,. 
werden. Laut Q1 wird vielmehr eine PANl-Schlcht aufgebracht, die dann durch die erste 
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Maske hindurch bestrahlt wird. In der PANI Schicht ist, well PANI an den bestrahlten 
Bereichen chemlsch zur Reaktionsgebracht wird, ein Photoinitiator vorhanden, der an 
den unter der Maske liegenden und nicht-bestrahlten Bereichen nach der Reaktion un- 
zersetzt erhalterr bleibt. WIe In D1 auf Seite 332, linke Spaite. oben, beschrieben, wind 
der Photoinitiator. aus den Bereichen der PANI-Schicht, die der Bestrahlung nicht aus- 
gesetzt gewesen sind, in einem spateren Prozessschritt durch Sublimation entfemt 

Zusammenfassend wind festgestelK, dass in D1 die Aufgabenstellung eine verbesserte 
Performance der OFETs (vgl. dort Einleitung erster Absatz), also unter anderem die 
VerkQrzung der Kanallange zwischen Drain und Source Ist Voriiegend ist hingegen die 
Aufgabenstellung bisher aufwendlge und kostspielige Prozessschritte einzusparen (vgU 
Beschreibung S. 2, Zeilen 12 ff). 

Erganzend wird festgestellt, dass es sich bel der Losung der Aufgabe gemafi D1 darum 
handelt. In einem aufwendigen und kostspieligen zusatzlichem Prozessschritt eine 
chemische Umsptzung in Stlckstoffatmosphare durchzufOhren, die eine hohe Auflosung 
der Source/Drain interdigitalen Anordnung innerhalb der Schicht erlaubt (slehe dort Be- 
schreibung zu Figur 2 Seite 332) wohlngegen gemaB der vorllegenden Anmeldung 
durch eine einfache Behandlung der vortiandenen Schicht (z.B. durch Bedrucken) zwei 
Funktlonsschichten Innerhalb einer Schicht aus einem einheltlichen organischen Mate- 
rial geschaffen werden. 



No*era£insingjsr 
P^fenHnwalt j 
ZusammenschluR Nr. 39 
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